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Eine Halbleitervorrichtung umfaOt eine Mehrzahl von Halb- 
leitersubstraten (14), die auf einer Keramikplatte (7*) gestapelt 
sind, wobei eine Mehrzahl von Halbleitersubstraten Qber in 
deh Halbleitersubstraten (14) gebikJete Durchgangsleitungen 
(12) und auf don Oberflfichen der Halbleitersubstrate (14) und 
In elektrischem Kontakt mit den Durchgangslaitungen (12) 
gefermte Warzenkontakte (13) mitelnarider verbunden sind. 
Jedes der Halbleitersubstrate (14) weist eine SpelcherschaJ- 
tung, eine logische Schaltung Oder entsprechendes auf. Die 
Durchgangsleitungen (12) sind In den Halbleitersubstraten 
(14) so geformt, dafl sie unabhftnglg von den Halbleitersub* 
straten (14) elektrisch teitend sind und sich in der Dickenrich- 
tung durch die Halbleitersubstrate (14) hindurch erstrecken. 
Die Keramikplatte (7') weist eine Mehrzahl von Durchgangslo- 
chern (8) auf , die sich durch die Platte hindurch erstrecken, 
und auSere Leitungen (9) sind durch die Lecher hlndurchge- 
fQhrt und lektrisch mit den Warienkontakten (13) der unteren 
Oberflache des untersten Halbleltersubstratea (111) der 
Mehrzahl von Halbleitersubstraten verbunden. (32 33 1 95) 



RG.2 



3= 



* 13 



/ 




3233195 



f=JI — , LIUp=SI — ' 

PATENTANWALT DIPL.-PHYS. LUTZ H. PROPER '. D-800O MONCHEN 90 

FO 10-2546 
P/ro 



Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha, Tokyo/ Japan 



Halblei tervorrichtung 



PATENTANSPRUCHE 

^H) Halblei tervorrichtung, gekennzelchnet durch 
eine Mehrzahl von Halblei tersubstraten (111, 112, ... , lln) 
die jeweils von eihem Leitungstyp mit einem vorgegebeneh 
Wert der Leitfahigkeit sind und eine auf wenigstens einer 
ihrer OberflSchen gebildete Halbleitereinrichtung und 
eine sich als durch das Substrat (14) in dessen Dicken- 
richtung hindurcherstreckende Diffusibnsschicht gebildete 
Durchgangsleitung (12) aufweisen, wobei sich die Durch- 
gangsleituhg (12) von dem Halbleitersubstrat (14) wenig- 
stens bezliglich eines der Merkmale des Leitungstyps und 
des Leitfahigkeitswertes zum Bilden eines unabhangig von 
dem Halbleitersubstrat (14) elektrisch leitehden Leitungs- 
weges unterscheidet , 

eine Halteeinrichtung zum Hal ten der Mehrzahl von Halblei- 
tersubstraten (111, 112, .... lln) in gestapelter Weise, 
und 
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eine Verbindungseinrichtung (13) zum Verbinden der Mehr- 
zahl von Halbleitersubstraten (111, 112, .... lln) uber 
die Durchgangsleitungen (12). 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dan die Verbindungseinrichtung Verbindungselek- 
troden (13) aufweist, die in elektrischem Kontakt mit 
den Durchgangsleitungen (12) verbundeh sind an aneinander 
gegenUberliegenden Stellen auf den gegenUberliegenden 
Oberflachen von Jewells zwei benachbarten Halblel tersub- 

• straten. ■ ■ 

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die Verbindungseinrichtung an der Stel le 
der Durchgangsleitung (12) geformte Verbindungselektroden 
(13) aufweist. 

A . Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die von der Verbindungseinrichtung utnfaBten 
Verbindungselektroden ( 13) an eine r gegenUber der Verbin- 
dungsleitung (12) verse tzten Position gebildet sind, 

5. Halbleitervorrichtung nach einem der Ansprllche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , dafi die Verbindungselektroden 
(13) von den Oberfiachen der Halbleitersubstrate hervor- 
stehende Verbindungselektroden aufweisen, 

dan die Halteeinrichtung die Mehrzahl von Halbleitersub- 
straten in einer gestapelten Weise mit den hervorstehen- 
den Verbindungselektroden jeweils aneinander anl legend 
zum Bilden einer mechanischen und elektrischen Verbindung 
halten. 

6. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dan die hervortretenden Verbindungselektroden 
(13) ein Elektrodenmaterial von verhaitnismaBig niedrigem 
Schmelzpunkt aufweisen und dan die hervortretenden und 
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aneinander angrenzenden Verbindungselektroden bei dieser 
verhal tnismaBig niedrigen Temperatur zum Herstellen einer 
mechanischen und elektrischen Verbindung miteinander ver- 
schmolzen sind. 

7. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet , daB die Durchgangslei tung ( 1 2) 
vom entgegengesetztcn Lei tungstyp 1st. 

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeiehnet, daB die Durchgangslei tung (12) einen kleineren 
Lei tf ahigkei tswert als das Halblei tersubstrat (14) auf- 
weist . • 

9. Halbleitervorrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 8, 
dadurch gekenhze ichne 1 1 daB das Halblei tersubstrat ( 14) 
einen verdUnnten Teil in dem Bereich, i n dem die Durch- 
gangslei tung (12) gebildet 1st, aufweist, und daB die 

in dem Halblei tersubstrat (14) gebildete Durchgangslei tung 
(12) in dem verdUnnten Teil geformt ist f wodurch die LSnge 
der Durchgangslei tung (12) in der dickeh Rich tung verkUrzt 
ist. 
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BESCHREIBUNG 

Halblei tervorrichtung 

Die Erfindung betrifft eine Halbleitervorrichtung. Mit 
dieser wird eine wei tergehende Integration ermoglicht. 

Figur 1 zeigt einen Schnitt durch eine herkommliche Halb- 
leitervorrichtung. Diese weist ein Halblei ter-Chip 2 auf, 
auf dem eine SpeicherschaJLtung oder eine Logikschaltung 
gebildet 1st und welches auf einer Keramikplatte oder 
einem Kuns t s to f f bau te i i 1 montiert ist. Das Halbleiter- 
Chip 2 1st in einem zentralen ausgenommenen Teil der Kera- 
mikplatte 1 montiert, und es sind interne Leitungen 3 
auf der keramikplatte 1 rund um den zentralen ausgenommenen 
Teil yorgesehen, die slch in radialer Richtung erstrecken. 
Das Chip 2 weist auf seiner pberen Oberfiache Elektroden- 
Pads aus Aluminium auf, die nicht gezeigt sind. Die Elek- 
troden-Pads des Halbleiter-Chips 2 und die internen Lei- 
tungen 3 sind mittels Verbindungsleitungen A aus Golddrah- 
ten oder Aluminiumdrahten verbunden. Die internen Leitungen 
3 sind ferner^mit auBoren Leitungen 5 verbunden, die sich 
an der Seitenwand der Keramikplatte 1 nach iihten e rs trek- 
ken. Ein Rahmen 7 aus Keramikmaterial ist auf der Keramik- 
platte 1 vorgesehen und umgibt den oben beschriebenen 
zentralen ausgenommenen Teil der Keramikplatte 1 und die 
Verbindungslei tungen A, urtd ein Dichtungsdeckel bzw. Ver- 
schluBdeckel 6 ist auf dem Keramikrahmen 7 montiert zum 
EinschlieBen des Halbleiter-Chips 2 in dem durch die Kera- 
mikplatte 1, den Rahmen 7 und den Dichtungsdeckel 6 defi- 
nierten Raum. 

Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, ist die herkommliche 
Halbleitervorrichtung so ausgebildet, daB ein einzelnes 
Halbleiter-Chip in einer einzelnen Keramikkapsel oder 
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einem einzelnen Kunststof fbauteil eingeschlossen 1st. 
Urn den AufbaumaBstab vergrbBern zu kbnnen, wurde eine 
Lbsung vorgeschlagen und auch in die Praxis umgesetzt, 
bei der eine Anzahl von Chips auf einem einzelnen Keramik- 
modul montiert ist. Dlese Losung vergrbflert den BaumaBstab 
der Halblei ter-Chips aber um nur durch Anordnen von so 
viel wie mbglich Halblei ter-Chips dicht beieinander auf 
einer einzigen Ebene. Daraus ergibt sich eine Begrenzung 
aes BaumaBstabes oder des In tegralionsmaBstabes der Halb- 
lei ter-Chips . 

Aufgabe der Erfindung 1st es, eine verbesserte Halblei ter- 
vorrichtung mi t einem vergrbBerten IntegrationsmaBstab 
zu schaf fen. 

Es soil erreicht werden, daB die Lfinge der Verdrah tungen 
bzw. Lei tungen gekUrzt wird, so daB die Streukapazi tat 
vermindert und die Operationsgeschwindigkei t vergrbBert 
• wird .. 

GemaB einer Wei terbildung der Erfindung soil erreicht 
werden, daB jedes von. einer Hehrzahl von Halblei tersubstra- 
ten in einem einzelnen Bauteil getestet werden kann, wobei 
das Testen erleichtert und die Ausbeute von Halblei ter- 
vorrichtungen vergrbBert wird. 

GemSB eines weiteren Aspektes der Erfindung soli die 
Zuverl&ssigkeit der Verbindung in der Halblei tervorrich- 
tung bei gleichzei tigem Senken der Herstellungskosten 
vergrbBert werden. 

Insbesondere soil eine Halblei tervorrichtung geschaffen 
werden, deren IntegrationsmaBstab vergrbBert wird und 
die Mehrzahl von Halbleitersubstraten erhbht werden kann 
ohne daB der Umfang des Bauteiles dadurch betrSchtlich 
vergrbBert werden mUBte. 
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Diese Aufgabe wird durch eine Halblei tervorrichtung ge- 
.lost, die gekennzeichnet ist durch eine Mehrzahl von Halb- 
lei tersubstraten, die jeweils auf wenigstens einer der 
Oberflachen davon gebildete Halblei tervorrichtungen auf- 
weisen und eine Durchgangslei tung, die unabhangig von 
dem Halbleitersubstrat elektrisch leitend ist und sich 
durch das Halblei tersubstrat in der Dickenrichtung er- 
st reckt, eine Hal teeinrichtung zum Hal ten der Mehrzahl 
der Halbleitersubstrate in aufeinandergeschichteter Wei- 
se und eine Verbindungseinrichtung zum Verbinden dei Mehr- 
zahl von Halblei tersubstraten durch die Durchgangslei tungen 
davon . 

In einer bevorzugten AusfUhrungsform der Erf indung weist 
die Verbindungseinrichtung Verbindungselektroden auf f 
die in elektrischem Kontakt mi t den Durchgangslei tungen 
an den sich einander gegenUberliegenden Posi tionen auf 
den einander gegenUberliegenden Oberflachen von zwei be- 
nachbarten Halblei tersubstraten gebildet sind. Die Ver- 
bindungselektroden kbnnen er.tweder an den Steyen der 
Purchgarigslei tungen Oder an gegenUber den Durchgangslei- 
tungen ve rse t z t en S t e Hen vorgesehen sein. Vbrzugsweise 
konnen die Elektroden he rvorstehende Verbindungselektroden 
umfassen, die von den Oberflachen der Halbleitersubstrate 
hervorstehen. Die Hal teeinrichtung ist so ausgebildet, 
daB sie eine Mehrzahl von Halblei tersubstraten in aufein- 
ander gestapel ter Weise hal t , wobei die hervorstehenden 
Verbindungselektroden aneinander jeweils anliegen und 
eine elektrische Verbindung bilden. Vorzugsweise umfassen 
die hervorstehenden Verbindungselektroden ein Elektroden- 
material mit yerhSl tnismaBig niedrigem Schmelzpunkt , und 
die hervorstehenden Verbindungselektroden, die aneinander 
anliegen, sind jeweils miteinander bei einer verhHltnis- 
mSflig niedrigen Temperatur miteinander verschmolzen, urn 
so eine elektrische Verbindung zu schaffen. 
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In Ubereinstimmung mit einer AusfUhrungsform der Erfin- 
dung sind die Halbleitersubstrate an einem Leitungstyp 
und die Durchgangslei tungen sind von dem entgegengese tzten 
Leitungstyp, wodurch eine elektrische Leitung der Durch- 
gangslei tungen unabhSngig von dem Substrat erfolgt. In 
Ubereinstimmung mit einer anderen AusfUhrungsform der 
Erfindung haben die Halbleitersubstrate einen gegebenen 
Leitfahigkei tswert und die Durchgangslei tungen einen klei- 
neren Lei tfahigkei tswert als die Halbleitersubstrate, 
wodurch eine elektrische Leitung der Durchgangslei tungen 
unabhSngig vom Substrat erreicht wird. 

GemSB einer anderen AusfUhrungsform der Erfindung we i sen 
die Halbleitersubstrate einen verdUnnten Teil auf, der 
an dem Bereich gefprmt ist, an dem die Durchgangslei tun g 
zu formen ist, und die Durchgangslei tung ist in dem Halb- 
lei tersubgtrat an dem verdUnnten Teil gebi ldet , wodurch 
die Larige der Durchgangslei tung in Richtung der Dicke 
des Materials verkUrzt ist. 

Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Erfindung er- 
geben sich aus der Beschreibung von AusfUhrungsbeispielen 
unter Bezugnahme auf die Figuren. Von den Figuren zeigcn: 

Fig, 1 eine Schni ttdarstellung einer herkbmmlichen 
Halblei tervorri ch tung; 

Fig. 2 eine Schni ttdarstellung einer AusfUhrungsform 
der erf indungsgemSBen Halblei tervorrichtung; 

Fig. 3 eine vergrbfierte Schni ttdarstellung eines Halb- 

leitersubstrates, welches gemafl einer AusfUhrungs- 
form der Erfindung hergestellt ist; 

Fig. 4 eine vergrbfierte Schnittdarstellung eines Halb- 

leitersubstrates gemSB einer anderen AusfUhrungs- 
form der Erfindung ; 
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eine vergrbfierte Schnittdarstellung von einem 
Teil einer Durchgangslei tung in einem Halblei- 
tersubstrat gemSfi einer AusfUhrurigsform der Er- 
findung; 

eine vergroflerte Schnittdarstellung einer elek- 
trischen Verbindung einer AusfUhrurigsform von 
zwei gestapelten Halbleitersubstraten gemaB der 
Erfindung; 

eine vergrSfierte Schnittdarstellung einer elek- 
trischen Verbindung einer anderen AusfUhrungs- 
form von zwei geschichteten bzw. gestapelten 
benachbarten Halbleitersubstraten gemHfi der Er- 
findung; und 

eine vergrbflerte Schnittdarstellung Shnlich der 
in Figur 7, von einer w<eiteren AusfUh rungs form 
einer elektrischen Verbindung yon zwei benach- 
barten Halbleitersubstraten, die Ubereinander 
geschichtet sind. 

Figur 2 zeigt einen Schnitt durch einen Entwurf einer 
AusfUhrungsf orm einer Halb 1 e i te ryor r i ch tung gemSA der 
Erfindung. Die in Figur 2 gezeigte Halblei tervorrichtung 
umfafit eine Mehrzahl von Halbleitersubstraten 111, 112, 
113, . lln, die in St ape 1 we i se auf einer Keramikplatte 
?' angeordnet sind, wobei die Mehrzahl der Halblei tersub- 
strate miteinander yerbunden sind durch Durchgangslei tungeri 
12, die gemSB der Erfindung in jedem der Halblei tersub- 
strate geformt sind, und durch Kontaktwarzen 13, die auf 
den Oberflachen der Halblei tersubstrate geformt sind und 
sich in elektrischem Kontakt mit den Durchgangslei tungen 
12 befinden. Jedes der Halblei tersubstrate 111 , 112, 113, 
... lln weist eine Speicherschalturig, eine Logikschal tung 
Oder Shnliches in Ublicher Weis auf ♦ Die Keramikplatte 
7 1 weist eine Mehrzahl yon DurchgangslSchern 8 zur Verr- 
bindung nach aufien in der Dickenrichtung an solchen vor- 



Fig. 5 



Fig. 6 



Fig. 7 



Fig. 8 
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bestimmten Stellen, an denen die Kontaktwarzen 13 an der 
unteren OberflSche des Halblei tersubstrates 111 vorgesehen 
sind, auf. AuBere Leitungen 9 sind durch die oben beschrie- 
benen Ldcher 8 der Keramikplatte 7 hindurchgefUhrt , und 
Augen bzw. AnschluBf lachen 10 sind an der oberen Oberflache 
der Keramikplatte 7 zurn Verbinden mit den jeweiligen auBc- 
ren Leitungen 9 an deren jeweiligen oberen Enden vorge- 
sehen. Die Anordnung mit der Mehrzahl der Halbleitersub- 
strate 111, 112, 113, ... lln, die miteinander durch die 
Kontaktwarzen 13 Uber die Durchgangsleitungen 12 der je- 
weiligen Halblei tersubstrate verbunden sind, 1st dann 
auf der Keramikplatte 7 montiert, wobei die Kontaktwarzen 

13 auf der unteren Oberflache des Halblei tersubstrates 
111 elektrisch mit den AnschluBf lachen 10 verbunden sind, 
die auf der oberen Oberflache der Keramikplatte 7 montiert 
sind. Diese Zusammensetzung mit der Mehrzahl von Halbl ci- 
te rsubst rat en und der Keramikplatte 7 sind mit einem auBc- 
ren Verpackungsbauteil 30 in der in der Halblei ter techno lo- 
gic bekannten Weise eingeschlossen. 

Figur 3 zeigt eine vergrCBerte Schni ttdarstellung eines 
der Halblei tersubstrate 111, 112, 113, . . . lln, aus der 

ersichtlich 1st, wie die Durchgangsleitungen 12 als eine 
Dif fusionsschicht gebildet sind. Es wird zunSchst insbe- 
sondere auf Figur 3 Bezug genommen . Eih Si liziumsubst rat 

14 vom p-Typ (oderTC -Typ) oder n-Typ mit hohem Widerstand 
Oder niedriger Lei tfShigkei t wird hergestellt und mit 
einem Oxidfilm 15 wie etwa SiOg gebildet. Dann wird der 
Oxidfilm 15 teilweise auf beiden Oberflachen entfernt, 

urn Offnungen zu bilden, an denen die oben beschriebeneh 
Durchgangsleitungen 12 geformt werden kbnnen. Damit die 
Offnungen an beiden Oberflachen zur Deckung gebracht wer- 
den, kann eine Zwei-Oberf lachen-Masken-Abgleichsvorrichtung 
v^rwendet werden. Dann wird durch die Offnungen, an denen 
der Oxidfilm 15 entfernt worden 1st, eine Verunreinigung 
wie Aluminium mit verhaitnismSBig groflem Verteilungsko- 
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effizienten seiektiv diffundiert, so dafl eine Durchgangs- 
leitung 12 vom p-Typ geformt wird, die sich durch das 
Halblei tersubstrat 14 in Richtung der Tiefe von der oberen 
Oberflache zu der unteren Oberflache hin erstreckt. In 
dem Fall, in dem das Siliziumsubstrat 14 vom n-Typ ist, 
liefert die Bildung der Durchgangsleitungen von einem 
p-Typ in der Tiefenrichtung einen Leitungsweg, der durch 
Anlegen eirier Spannung in Sperrichtung zwischen dem Sili- 
ziumsubstrat 14 und den Durchgangsleitungen 12 unabhangig 
von dem Halbleitersubstrat 14 elektrisch leitend 1st. 
In dem Fall, in dem das Siliziumsubstrat 14 vom p-Typ 
Oder TT -Typ ist, gib t die Bildung der Durchgangsleitungen 
mit p-Typ mit einem niedrigeren Widerstand Oder einer 
grbBeren Leitfahigkeit auch einen elektrischen Leitungs- 
weg, der unabhangig von dem Halbleitersubstrat 14 wegeh 
eines niedrigeren Widerstandes Oder einer hbheren Leitfahigkol t 
der Durchgangsleitungswege im Vergleich zu dem Halblei ter- 
substrat 14 elektrisch leitend ist. Die Du rchgangs 1 e i tungen 
dienen somit alS: Lei tungsweg fUr die elektrische Leitung 
durch das Halbleitersubstrat 14 zwischen den oberen und 
unt;eren Oberflgchen in Tiefenrichtung unabhangig von dem 
Halbleitersubstrat 14. 

Figur 4 zeigt eihe vergrbflerte Schni ttdarstel lung einer 
anderen AusfUhrungsfonn des Halbleitersubstrates 14 gemaB 
der Erfindung. In diesem Fall, bei dem eine integrierte 
Schaltung beispielsweise durch n Kanal-MOS-Transistoren 
verwirklicht werden soil, muB das Subs t rat Ublicherweise 
vom p-Typ sein. Deshalb wird in einem sole hen Fall wie 
in Figur 4 gezeigt ein aktiver Bereich 16 als p-Typ in 
einem sich von den oben beschriebenen Durchgangsleitungen 
12 unterscheidenden Bereich gebildet. Eine solche p-Typ 
Schlcht kann geeigriet auf dem Siliziumsubstrat 14 vom 
n-Typ mittels eines Ibnenimplantationsprozesses einer 
p-Typ- Verunreinigung oder eines Dif fuslonsprozesses mit 
einer p-Typ-Verunreinigung in auf dem Gebiet der Halblei- 
tertechr.ologie bekannten Art und Weise gebildet werden. 
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Figur 5 zeigt eine vergroBerte Schnittdarstellung eines 
Teiles der in dem Halblei tersubstrat 14 erf indungsgemaB 
vorgesehenen Durchgangslei tung 12. Zuerst wird eine Alumi- 
niumelektrode 17 auf dem Dif fusionsbereich , der die Durch- 
gangslei tung 12 bildet, geformt, und dann wird darauf 
ein Chrom/Kupfer-Film 18 gebildet. Dann wird eine Kontakt- 
warzei 13 aus LStmittel Oder Gold auf dem Chrom/Kupfer- 
Film 18 gebildet, die von der Oberfiache des Substrates 
14 hervorsteht . Ferner wird auf dem Oxidfilm 15 ein Schutz- 
film 19 aus Siliziumdioxid und/oder Siliziumni trid gebil- 
det. : 

Figur 6 zeigt eine vergrbBerte Schni ttdarstel lung von 
zwei ane i n an de r g re n zende n Halblei tersubst rate n in gestapcl- 
ter bzw. geschichteter Weise, bei der zur Vereinfachunf, 
die Durchgangslei tungen 12 weggelassen worden sind. Die 
in Figur 6 gezeigte AusfUh rungs form zeigt eineh Fall , 
bei dem die Durchgangslei tungen 12 des oberen Substrates 
14 und die Durchgangslei tungen 12 des unteren Halblei ter- 
substrates 14 in vertikaler Richtung abgeglichen sein 
soil en. Deshalb werden das obere und das untere Substrat 
14 unter Verwendung der Zwei-Oberf ifichen-Abgleichvorrich- 
tung aux'einandergepaBt , so daB die Warzenkontakte 13 des 
oberen Substrates 14 und die Warzenkontakte des unteren 
Substrates 14 jeweils miteinander abgeglichen sind. Da 
die Schmelztemperatur des Materials der Warzenkontakte 
wesentlich niedriger, sagen wir 300 bis 400°C, als die 
bei einem Dif fusionsprozefl verwendete Temperatur 1st, 
kbnnen die Warzenkontakte 13 der oberen und unteren Sub- 
strate 14 miteinander mittels eines Erwfirmungsprozesses 
bei einer solchen niedrigen Temperatur verschmolzen werden, 
ohne daB die in den Substraten 14 enthaltenen Halbleiter- 
einrichtungen beeinflufit werden wUrden. So wird eine Mehr- 
zahl von Halbleitersubstraten 14 integral durch Verbinden 
miteinander Uber die Warzenkontakte 13 , die wiederum mit 
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den Durchgangsleitungen 12 der jeweiligen Halbleitersub- 
strate 14 verbunden sind, geschaffen. 

Figur 7 zeigt eine vergrbBerte Schnittdarstellung einer 
anderen AusfUhrungsform eines Teiles der Warzenkontakte 
13 und der Durchgangsleitungen 12 von zwei benachbarten 
Halbleitersubstraten 14 in gestapelter Form. Gemafi der 
in Figur 7 gezeigten AusfUhrungsform sind wiederum die 
Durchgangsleitungen 12 und die Warzenkontakte 13 in verti- 
kal abgeglichener Position vorgesehen. Die in Figur 7 
gezeigte AusfUhrungsform unterscheidet sich von der in 
Figur 6 gezeigten AusfUhrungsform aber insofern, als die 
rUckwartige Oberf lache des Halbleitersubstrates 14 zum 
Bilden eines verdUnnten Bereiches geatzt ist und die Durch- 
gangsleitungen 12 und die Warzenkontakte 13 dann in den 
obeh beschriebenen verdUnnten Teilen g<;bildet sind. Als 
Ergebnis davon wird die Lfinge der Durchgangsleitungen 
12 in der Dickenrichtuhg 'verkUrzt , und entsprechend karin 
eine laterale bzw. seitliche Diffusion von den Durchgangs- 
leitungen 12 verkleinert werden. In elnem solchen Fall 
kann, da die LSnge der Durchgangsleitungen 12 in Dicken- 
richtung klein ist, eine n-rTy p T Ve run re i n i gung mi t verhSlt- 
n i smafli g kl e 1 nem D i f f us ionskoe f f i zi en ten wi e etwa Phosphor 
Oder Arsenid Ipnen-implantiert Oder durch thermische Diffu- 
sion in ein p-Typ-Siliziumsubstrat gebracht werden, urn 
so Durchgangsleitungen 12 zu bilden. In dem Fall der in 
Figur 7 gezeigten AusfUhrungsform werden die wiederum 
aus Liitmetall pder Gold gebildeten Warzenkontakte 13 
wiederum auf den oberen und unteren Oberflachen der Durch- 
gangsleitungen 12 gebildet, in derselben Weise wie in 
Figur 5 gezeigt, mit Ausnahme einer unterschiedlichen 
vertikalen Lange der jeweiligen hervorstehenden Warzen- 
kontakte 13, und dann werden die oberen und unteren Sili- 
ziumsubstrate 14 in derselben Weise wie vorher beschrie- 
ben elektrisch miteinander verbunden. Beim Bilden der 
Durchgangsleitungen 12 kann die Diffusion in einem elektri- 
schen Feld angewendet werden, urn eine seitliche Expansion 
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in einem Dif fusionsprozeB zu beschranken, so daB die 
Diffusion in vertikaler Richtung im Vergleich zu einer 
lateralen Diffusion beschleunigt wird. 

Figur 8 zeigt eine Darstellung ahnlich der in Figur 7 
von einer vergrSBerten Schnittdarstellung einer weiteren 
AusfUhrungsform eines Teiles durch Durchgangslei tungen 
12 und die Warzenkontakte 13 von zwei gestapelten benach- 
barten Halblei tersubstraten 14, bei der eine elektrische 
Verbindung zwischen oberen und unteren Halblei tersubstra- 
ten 14 an einer Stelle gemacht ist, die verse t*/.t ist gegen- 
Uber der Position der in dem oberen Halblei tersubst rat 
14 geformten Durchgangslei tung 12. Die in Figur 8 gezeigte 
AusfUhrungsform unterscheidet sich gegeniiber der in Figur 
7 gezeigten AusfUhrungsform insbesondere dadurch, dan 
die untere Kontaktwarze 13 des oberen Halblei 'tersubst rates 
an einer Stelle gebildet ist, die, wie in Figur 8 gezeigt, 
nach links versetzt ist gegenUber der Position der Durch- 
gangslei tung 12 des oberen Halblei tersubstrates 14, und 
daB zu diesem Zweck die Aluminiumelektrode 17 und der 
Chrom/Kupfer-Film 18 von der Position der Durchgangslei tung 
des oberen Halblei tersubstrates 14 bis zu der versetztcn 
Position verlSngert bzw. ausgedehnt worden sind. Die oberen 
Warzenkontakte 13 und die Durchgangslei tung 12 des unteren 
Halblei tersubstrates 14 sind entspr-echend go posit ionic rt , 
daB sie der oben beschriebenen versetzten Posi ti on gegen- 
Uberliegen. Die anderen Positionen der in Figur 8 gezeig- 
ten AusfUhrungsform stimmen im wesentlichen mit der in 
Figur 7 gezeigten AusfUhrungsform Uberein, so daB auf 
die Beschreibung weiterer Einzelheiten verzichtet werden 
kann . 
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Wie sich aus obiger Beschreibung ergibt, wird durch Bilden 
einer Durchgangslei tung in jedem yon einer Mehrzahl von 
Halblei tersubstraten , die sich in der Dickenrichtung durch 
das Substrat erstreckt, zum Bilden einer Durchgangslei tung 
durch die Dicke des Substrates und zum elektrischen Lei ten 
unabhangig von dem Substrat, durch das Hal ten einer Mehr- 
zahl von diesen Substraten in gestapelter bzw. geschichte- 
ter Weise und durch Verbinden der Mehrzahl der Substrate 
Liber die Durchgangslei turigen eine Halblei tervorrichtung 
mit einer Mehrzahl von in gestapelter Weise angeordneten 
und miteinander verbundenen rialblei terelementen gescharren. 
Jedes der Halblei terelemente kann eine Speicherschal tung , 
eine Logikschal tung oder ahnl iches aufweisen. Die Erfindung 
kahn auch bei einem Verbindungshalbleiter wie einern 
Gal 1 iumarsenid Ariwendung/ f inden . 
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